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Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida disproziy kiritilgan kremniyni elektrofizik 

xususiyatlariga termik ishlov taʼsirini oʼrganildi Dy namunalarning elektrofizik 

xossalarini tadqiq etish, hamda ham diffuzion, ham oʼstirish yoʼli bilan legirlangan 

Si<Dy> dagi chuqur sathlar energetik spektrini oʼrganildi. 

Kalit so’zlar: yarim o’tkazgich asboblar, legirlash, jilvirlash, oksidlash, 

fotolitografiya p-n o’tishlar , spektroskopiya, DLTS usuli,kirishmali, xususiy, 

radiatsion, nuqsonlar 

 

Hozirgi vaqtda kremniydagi nuqtaviy nuqsonlarni (kirishmali, xususiy, 

radiatsion) tadqiq etish uchun chuqur sathlar sigʼimli spektroskopiyasi usuli (DLTS) 

keng qoʼllaniladi. Bu usul elektr jihatidan faol xolatdagi nuqsonlarni, yaʼni nuqson 

taʼqiqlangan zonaga diskret sathlarni kiritganida va bu usulga mos keladigan ayrim 

qoʼshimcha xossalarga ega boʼlganida tekshirishlar olib borish imkonini beradi. Shu 

munosabat bilan kremniyda nuqsonlarni identifikatsiyalash uchun DLTS usuli 

qoʼllanilgan.  

p-n – oʼtishni xajmiy zaryad qatlami (XZQ) bilan ajratilgan ikkita oʼtkazuvchan 

sohalar tizimi kabi koʼrib chiqamiz. p-n –oʼtishga potentsiallarning kontakt farqi Vk 

ga qaraganida ancha katta boʼlgan teskari kuchlanish V ni beramiz. Bunda XZQ ning 

katta qismida harakatchan tashuvchilar kontsentratsiyasi ionlashtirilgan kirishmalar 

kontsentratsiyasiga qaraganida kamdir. 

W=f(V) ni aniqlash uchun, bu yerda W – XZQ ning qalinligi, keskin p+ - n – 

oʼtish xolatini yoki n – tur kremniydani Shottki toʼsigʼini koʼrib chiqamiz. Bu xolda 

Nd >>Nt va XZQ ning qalinligi n – tur kremniydagi XZQ ning qalinligi bilan 

aniqlanadi. W ning qiymati XZQ dagi harakatchan tashuvchilar kontsentratsiyasi 

xisobga olinmaganida Puasson tenglamasidan aniqlanadi: 
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 bu yerda                   - yarimoʼtkazgichning nisbiy dielektrik singdiruvchanligi,  

                  0  – vakuumning dielektrik doimiysi, 

e - elektron zaryadi,  

Vk – potentsiallar kontakt farqi, 

ND – oʼlchash temperaturasida toʼliq ionlashtirilgan diod bazasidagi mayda 

donorlar kontsentratsiyasi. 

S yuzali p+ -n – oʼtish sigʼimi bu holda  
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(2 - 4 ) dan koʼrinib turibdiki, 1/ С2 ning V ga bogʼliqligi Shottki toʼsigʼi yoki 

keskin p+ -n –oʼtish uchun toʼgʼri chiziqni ifoda etadi. Diod bazasidagi kirishma 

kontsentratsiyasi toʼgʼri chiziq egilishi bilan, kesishish nuqtasi esa V oʼq bilan 

aniqlanadi. 

 

 2.2. Chuqur sathlarning p -n – oʼtishi sigʼimiga taʼsiri  

V = 0 boʼlganida sathlarning statsionar toʼldirilishi oʼrinlidir, kuchlanish qayta 

ulanganida esa p - n – oʼtishda noldan teskari kuchlanishgacha boʼlgan t = 0 vaqt 

momentida, elektronlar ∆W1 qatlam sathidan doimiy vaqtli ( , bu yerda ye n – 

elektronlar uchun emissiya tezligi) oʼtkazuvchanlik zonasiga oʼtadilar va shundan 

keyin maydon taʼsirida elektr neytral sohasiga tez oʼtadilar . Bunda n sohada 

joylashgan ∆W1 qatlamda xajmiy zaryad zichligi oshadi (chuqur sath donor yoki 

aktseptor boʼlishiga qaramasdan).  

Doimiy vaqt qiymatini quyidagi koʼrinishda yozish mumkin: 

Znachenie postoyannoy vremeni mojno zapisatь v sleduyuщem vide: 

 

               )
к

exp()(
к

exp)(
T

EE
Tb

T

EE
Nv tc

nn
tc

cTn










 
  121        (5)  

 

bu yerda bn - yarimoʼtkazgich parametri, 

Ge uchun bn = 3,6·1021 sm-2s-1k-2,  

Si uchun bn = 6,6·1021 sm-2s-1k-2; 

n – elektronni tutish kesimi; 
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V2 - elektronning issiqlik tezligi; 

 Nc – oʼtkazuvchanlik zonasidagi xolatning effektiv zichligi;  

Ec - oʼtkazuvchanlik zonasi quyi chegarasi enregiyasi; 

E - energiya; 

k - Bolьtsman konstantasi; 

T- absolyut temperatura. 

 

(5) formulalardan temperatura T ning oshishi bilan toʼldirishning relaksatsiya 

vaqti  keskin kamayadi. (5 ) ni logarifmlab quyidagiga ega boʼlamiz: 
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Аgar elektronlarni tutish kesimi va ionlash enregiyasining temperaturaviy 

bogʼliqligini xisobga olmasak, u xolda (6)- bu  
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koordinatalardagi toʼri chiziq tenglamasidir. 

Bu toʼgʼri chiziq ogʼish burchagi tangensi chuqur sathionlanish enregiyasiga 

tengdir, toʼgʼri chiziqning oʼzi esa ordinata oʼqida - ga teng boʼlgan kesma kesib, undan 

berilgan sathdagi elektronlarni tutish kesimini baholash mumkin.  
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